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NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehause TQ-92 TIS46

Besonders geeignet fir schnelle Schaltanwendungen

Dieser Transistor ist dhnlich dem Typ 2N914

Mechanische Daten
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1— Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollektor

Dieser Transistor ist in ein spezielles Plastik-Gehduse eingekapselt. Das Gehause widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elementa haben unter hohen Feuchtigheitsbedingungen ausgezeich-
net stabile Kennwerte und erflillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 1068.

Absolute Grenzwerta

Kollekior-Basis-Spannung
Kollaktor-Emitter-Spannung (Bem. 1)
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 2)
Emitter-Basis-Spannung
Kollektaordauerstrom
Kollektorspitzenstrom (Bem. 3)

40y
20V
165V
5
200 mA,
500 mA

Gesamtdauerverlustieistung bel (oder unter) 256 °C Umgebungstemperatur (Bem., 4) 250 mW

Lagerungstemperatur
Drahttemperatur in Abstand von 1,6 mm von Gehause fir 10 s

Bemerkungen:

1. Dieser Wert wird garantiert, wenn Rpg < 10 Q ist.

2. Dies gilt fir offene Basis.

3. Dieser Wert ist fir max 10 ps gestattet.

4, Lineare Reduzierung auf Ty = 125 *C mit 2,6 mW/*C.

*  Schutzmarke von Texas Instruments,

—55"C bis +150°C
260 °C
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Elektrische Kennwerte bal Ty = 25 *C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min - max Einh.
Ummycso Kollektor-Basis-Durchbruchspannung  lg=1uA, Ig=10 40 ']
Upryegn Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung lg = 30 mA, |n=0, Bem. & 15 v
Upnycer Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung lg= 30 mA, Rpe =10 8, Bem.§ 20 ¥
Uamygpo Emitter-Basis-Durchbruchspannung lg=10pA, lg=0 & ¥
leno Kollektor-Basis-Reststrom Ugp =20V, lIg=0 &0 n&,

Ucg =20V, Iz =0, Ty =70°C 2 uwA
lery Kollektor-Emitter-Reststrom Ugg =20V, Upg =025V, Ty = 70°C L3 1Y
lEBo Emitter-Basis-Raststrom Uge =4V, lg=0 01 pA
hre Statische Stromverstarkung Ugg =1V, lg=10mA, Bem.5 0 120

Upg =2V, lgc=200mA, Bem.5 12
Ung Basis-Emitter-Spannung lg =1 ma, Ig=10ma o7 08 Vv
Ucggasty Hollekior-Emitter-Sattigungsspannung s = 20 mA, g = 200 mA, Bem, § 07 v

Ip=2mA, lg=20mA, Tg=T0°%C 0o v
Bemerkung:

5. Diese Parameter miissen ImpulsméBig pemessen werden: Impulsbreite = 300 ps, Tastverhiltnis < 23,

Elektrische Kennwerte bei 25 °C Umgebungstemperatur

Parameter Prifbedingungen min max Elnh,
|hazel Dynamische Stromverstarkung Upg =10V, lg=20mA, =100 MHz 3
Cob Leerlaufausgangskapazitat Ugp =10V, Ig =10, f=1MHz 6 pF

in Basis-Schaltung
Cip Leerlaufeingangskapazitit Ugpp = 0,5V, lg =0, fu=1MHz 9 pF

in Basis-Schaltung
Schaltzeitmessung bel Ty = 256 °C
Parameter Prifbedingungen® max Elnh,
fon Einschaltzeit Ig = 200 mA, Ipgy = 35 mA, Igggy = —25 mA, 40 ns
toft Ausschaltzeit UpEiern = —4 ¥V, R, = 23 ©, (s. Bild 1) 40 ns
s Speicherzeit le = Ipgny = —Imgy = 20 mA, (s Bild 2) 20 ns

* Nennwerta.
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Parameter-MeBbedingungen
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Prifschaltung Spannungs-Signalformen
Bild 1 — Ein- und Ausschaltzeiten
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Prifschaltung Spannungs-Signalfarmen
Bild 2 — Speicherzeiten
Bemerkungen:

a) Die Eingangsimpulsform wird von einem Generator mit folgenden Kennwerten geliefert: Zaus = 50 &,
tr = 1 ns, Impulsbreite = 400 ns,

b) Die Ausgangsspannung wird an einem Oszillegraph mit felgendan Kennwerten sichtbar gemacht:
ir =< 1ns, Zga = 50 Q,
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